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【手続補正書】
【提出日】平成24年10月26日(2012.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリシリコン膜と前記ポリシリコン膜の下方に配置された金属を含有する膜と前記金属
を含有する膜の下方に配置された高誘電体膜とを有する半導体基板に金属ゲート電極を形
成するドライエッチング方法において、
　前記ポリシリコン膜をプラズマエッチングする第一の工程と、
前記第一の工程後、カーボンを含むプラズマにより前記第一の工程にてプラズマエッチン
グされたポリシリコン膜の側壁にカーボンポリマの保護膜を形成する第二の工程と、
前記第二の工程後、ハロゲン系ガスのプラズマにより前記金属を含有する膜をプラズマエ
ッチングする第三の工程と、
　前記第三の工程後、前記半導体基板をアッシングする第四の工程と、を有することを特
徴とするドライエッチング方法。
【請求項２】
　請求項１記載のドライエッチング方法において、
　前記第二の工程は、ＣＨＦ3ガスを用いることを特徴とするドライエッチング方法。
【請求項３】
　請求項１記載のドライエッチング方法において、
　前記第二の工程は、エッチングガスとして、ＣＨＦ3，ＣＨ4，Ｃ2Ｈ6，ＣＨ2Ｆ2，ＣＦ

4，Ｃ4Ｆ8，Ｃ3Ｆ6，Ｃ3Ｆ8，ＣＨ3ＯＨ，ＣＯの中から少なくとも一つを含むガス、また
は、ＣＨＦ3，ＣＨ4，Ｃ2Ｈ6，ＣＨ2Ｆ2，ＣＦ4，Ｃ4Ｆ8，Ｃ3Ｆ6，Ｃ3Ｆ8，ＣＨ3ＯＨ，
ＣＯの中から２つ以上を混合した混合ガス、または、ＣＨＦ3，ＣＨ4，Ｃ2Ｈ6，ＣＨ2Ｆ2

，ＣＦ4，Ｃ4Ｆ8，Ｃ3Ｆ6，Ｃ3Ｆ8，ＣＨ3ＯＨ，ＣＯの中から少なくとも一つを含むガス
にＡｒ，Ｈｅ，Ｏ2，Ｎ2，ＨＢｒ，Ｃｌ2のいずれかのガスを混合したガスを用いること
を特徴とするドライエッチング方法。
【請求項４】
　請求項１記載のドライエッチング方法において、
　前記第四の工程は、プラズマエッチング処理後に装置内のアッシング処理室、または別
のアッシング装置で行うことを特徴とするドライエッチング方法。
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